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(57) Abstract: The invention relates to a method for
producing a memory structure which is printed onto a
substrate in the form of a sequence of lines of electrically
conductive polymers, wherein the memory structure is first
of all prefabricated by providing coding regions, which
can be changed from an electrically conductive state to an
electrically non-conductive state for subsequent coding, in
the sequence of lines and subsequently changing selected
coding regions from an electrically conductive state to an
electrically non-conductive state, during subsequent coding
on the basis of the information to be stored, by means of
a high-frequency high voltage which is coupled in in a
contactless manner and/or by means of UV light.

(57) Zusammenfassung: Die FErfindung betrifft ein
Verfahren zum Herstellen einer Speicherstruktur, die
in Form einer Liniensequenz aus elektrisch leitfahigen
Polymeren auf ein Substrat gedruckt wird, wobei die
Speicherstruktur  zundchst vorgefertigt wird, indem
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der nachtriaglichen Codierung in Abhingigkeit der zu
speichernden Information durch kontaktlos eingekoppelte
hochfrequente Hochspannung und/oder durch UV-Licht
von einem elektrisch leitfahigen Zustand in einen elektrisch
nicht leitfahigen Zustand iiberfiihrt werden.
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VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER AUS LEITFAHIGEN POLYMEREN BESTEHENDEN

SPEICHERSTRUKTUR

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Speicherstruktur, die in
Form einer Liniensequenz aus elektrisch leitfahigen Polymeren auf ein Substrat
gedruckt wird sowie eine nachtriglich codierbare Speicherstruktur in Form einer

Liniensequenz aus elektrisch leitfahigen Polymeren.

Die DE 100 45 192 A1l betrifft einen Datenspeicher, der auf organischem Material
basiert und der in Kombination mit einer organischen integrierten Schaltung
eingesetzt wird. Die Beschreibung des Datenspeichers kann iiber sogenannte
,fusable links* erfolgen, insbesondere durch Lasereinstrahlung, chemische
Behandlung oder mechanische Behandlung. Es wird auBlerdem auch erwéhnt, dass
die Leiterbahn durch einen elektrischen Strom bzw. eine Spannung lokal
kurzgeschlossen und damit durch Uberhitzung zerstért werden kann. Diese
Verfahren haben jedoch den Nachteil, dass hierbei dass Substrat in Mitleidenschaft
gezogen werden kann, indem beispiclsweise Beulen, Schwirzungen oder dergleichen

entstehen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine nachtrigliche Codierung einer
Speicherstruktur in Form einer Liniensequenz zu ermdglichen ohne dass das

verwendete Substrat beschidigt wird.

Erfindungsgemal wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruches 1 gelost.

Beim erfindungsgemifBen Verfahren zum Herstellen einer Speicherstruktur, die in
Form einer Liniensequenz aus elektrisch leitfahigen Polymeren auf ein Substrat
gedruckt wird, wird die Speicherstruktur zunédchst vorgefertigt, indem
Codierungsbereiche in der Liniensequenz vorgesehen werden, die zur nachtriaglichen
Codierung von einem elektrisch leitfdhigen Zustand in einen elektrisch nicht
leitfdhigen Zustand gebracht werden konnen, um anschlieBend ausgewihlte

Codierungsbereiche bei der nachtriglichen Codierung in Abhéngigkeit der zu
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speichernden  Information durch kontaktlos eingekoppelte  hochfrequente
Hochspannung und/oder UV-Licht von einem elektrisch leitfahigen Zustand in einen

elektrisch nicht leitfahigen Zustand zu tiberfithren.

Bei den der Erfindung zugrunde liegenden Versuchen hat sich gezeigt, dass eine
kontaktlos eingekoppelte Hochspannung oder eine Bestrahlung durch UV-Licht eine
sehr wirkungsvolle Moéglichkeit zur Zerstorung der Leitfidhigkeit von elektrisch
leitfdhigen Polymeren darstellt, wobei es insbesondere moglich ist, die Leistung so
cinzustellen, dass es zu keiner nennenswerten, insbesondere keiner schiadlichen
Erwirmung des Substrates kommt. Es besteht dadurch insbesondere auch die

Moglichkeit leicht entziindliche Substrate, wie Folie oder Papier zu verwenden.

Hochfrequente = Hochspannung hat den  weiteren  Vorteil, dass die
Lesegeschwindigkeit und damit der Durchlauf durch Leistungsanpassung des
Hochspannungsgenerators steuerbar ist. Aullerdem kann die Beaufschlagung mit

hochfrequenter Hochspannung durch das Substrat hindurch erfolgen.

Mit UV-Licht ist eine variable Strahlendosis bzw. -dauer durch Verwendung von
Masken moglich. Es besteht zudem die Méoglichkeit der Mikrostrukturierung
kleinster elektrisch leitfdhiger Strukturen und es kommt zu keinen optischen

Beeintrachtigungen der Substrate bzw. der Strukturen .

Weiterhin betrifft die Erfindung eine nachtrdglich codierbare Speicherstruktur in
Form einer Liniensequenz aus elektrisch leitfahigen Polymeren, wobei in der
Liniensequenz Codierungsbereiche vorgesehen sind, die zur nachtriglichen
Codierung von einem elektrisch leitfdhigen Zustand in einen elektrisch nicht
leitfahigen Zustand gebracht werden kénnen, bei der Codierungsbereiche derart
ausgebildet sind, dass sie bei der nachtriglichen Codierung in Abhéngigkeit der zu
speichernden  Information durch kontaktlos eingekoppelte  hochfrequente
Hochspannung oder durch UV-Licht von einem elektrisch leitfdhigen Zustand in

einen elektrisch nicht leitfdhigen Zustand tberfiihrt werden kénnen.
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UV-Licht erméglicht auerdem das partielle Zerstéren der Polymerketten, wodurch
eine zielgerichtete Verdnderung der elektrischen Leitfidhigkeit von ,,nicht leitend* bis

,einstellbarer Widerstand* erfolgen kann.

Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der

Unteranspriiche.

Die eingekoppelte hochfrequente Hochspannung liegt vorzugsweise in einem

Frequenzbereich von 1-100 kHz und in einem Spannungsbereich von 1-20 kV.

Vorzugsweise wird die nachtrigliche Codierung mittels kapazitiver Kopplung
durchgefiihrt. Bei der nachtrdglichen Codierung mittels UV-Licht wird
beispielsweise eine entsprechend ausgebildete Maske verwendet, welche die nicht zu

codierenden Bereiche der Struktur abdeckt.

Eine besonders kostengiinstige Herstellung der nachtriglich codierbaren
Speicherstruktur ergibt sich dann, wenn die elektrisch leitfdhigen Polymere mittels
eines Massendruckverfahrens, wie Hoch-, Tief- oder Flachdruckverfahren, auf das
Substrat aufgedruckt werden. Als Substrat kann dabei insbesondere eine Folie oder

Papier verwendet werden.

Weitere Ausgestaltungen und Vorteile der Erfindung werden im Folgenden anhand

der Beschreibung und der Zeichnung néher erldutert.

In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Speicherstruktur vor der

nachtriglichen Codierung,
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4

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Speicherstruktur gemaf3 Fig. 1 nach der
Codierung,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer weiteren Speicherstruktur vor der
nachtriglichen Codierung,

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Speicherstruktur gemaf3 Fig. 3 nach der
Codierung,

Fig. 5 eine schematische Draufsicht bei der nachtriglichen Codierung mittels
UV-Licht,

Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung bei der nachtriglichen Codierung
mittels UV-Licht und

Fig. 7 eine schematische Darstellung der nachtriglichen Codierung mittels

kontaktlos eingekoppelter hochfrequenter Hochspannung.

In Fig. 1 ist eine Speicherstruktur 1 gemél ecinem ersten Ausfiihrungsbeispiel
dargestellt. Sie ist in Form einer Liniensequenz 2 aus elektrisch leitfahigen

Polymeren auf ein Substrat 3 gedruckt.

Die Liniensequenz 2 weist eine Vielzahl von Linien auf, die im dargestellten
Ausfiihrungsbeispiel jeweils zwei Codierungsbereiche 4 aufweisen, die zur
nachtriglichen Codierung von einem elektrisch leitfadhigen Zustand in einen
elektrisch  nicht leitfadhigen Zustand gebracht werden koénnen. Die
Codierungsbereiche 4 bestehen ebenfalls aus elektrisch leitfahigen Polymeren und

sind in Form von Engstellen der Linie ausgebildet.

Als Substrat kommt insbesondere ein flexibles Substrat, insbesondere eine Folie oder

Papier in Betracht. Bei der Herstellung der nachtraglichen Speicherstruktur 1 gemaf3
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Fig. 1 wird die Liniesequenz 2 mit den Codierungsbereichen 4 (Engstellen) auf das
Substrat 3 gedruckt, wobei insbesondere ein Massendruckverfahren, wie Hoch-,

Tief- oder Flachdruckverfahren, zur Anwendung kommen.

Bei der nachtriglichen Codierung werden anschlieBend  ausgewdhlte
Codierungsbereiche 4 in Abhingigkeit der zu speichernden Information durch
kontaktlos eingekoppelte hochfrequente Hochspannung und/oder UV-Licht von
einem elektrisch leitfdhigen Zustand in einen elektrisch nicht leitfahigen Zustand
iiberfiihrt. Eine entsprechend nachtriglich codierte Speicherstruktur ist in Fig. 2
beispiclhaft dargestellt.

Die Codierungsbereiche der Liniensequenz 2 miissen jedoch nicht notwendigerweise
durch Engstellen gebildet werden, wie das in Fig. 1 dargestellt ist. So besteht die
nachtriglich codierbare Speicherstruktur 1° gemél Fig. 3 beispiclsweise aus einer
Liniensequenz 2’ bei der die Linien iiber die gesamte Liange jeweils die gleiche
Breite aufweisen. Zur Codierung einer derartigen Speicherstruktur 17 wird
zweckmifBigerweise UV-Licht in Verbindung mit einer geeigneten Maske eingesetzt,
wobei die Maske im Bereich der zu codierenden Codierungsbereiche entsprechende
Aussparungen aufweist. Auf diese Weise kann die nachtriaglich codierbare

Speicherstruktur 1’ in die codierte Speicherstruktur gemif Fig. 4 iiberfiihrt werden.

In den Fig. 5 und Fig. 6 ist eine derartige Maske 5 mit Aussparungen 6, 7 iiber einer
entsprechenden Speicherstruktur 17 dargestellt. Mittels UV-Licht 8, welches tiber die
Aussparungen 6 bzw. 7 auf die Speicherstruktur 1° gelangt, wird dann der

Codierungsbereich 4’ vom leitfdhigen in den nicht leitfahigen Zustand iiberfiihrt.

In Fig. 7 ist die Codierung mittels kontaktlos eingekoppelter hochfrequenter
Hochspannung  schematisch  dargestellt. Die Einkopplung erfolgt dabei
zweckmifBigerweise kapazitiv iiber Elektroden 9, 10. Eine Hochspannungsquelle 11
stellt dann die hochfrequente Hochspannung bereit, wobei die Hohe und die Dauer

des Energiceintrages von der Struktur des Codierungsbereichs 4 abhéngt.
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ZweckmaiafBigweise liegt die Hochspannung im Frequenzbereich 1-100 kHz und in

einem Spannungsbereich von 1-20 kV.

Im Rahmen der Erfindung konnten die Codierungsbereiche zunichst auch mittels
UV-Licht derart vorbehandelt werden, dass die Codierungsbereiche einen héheren
Widerstand aufweisen, um dann anschlieBend die ausgewdhlten Codierungsbereiche
mit einer kontaktlos ecingekoppelten hochfrequenten Hochspannung zu

beaufschlagen.

Bei der nachtriaglichen Codierung ist darauf zu achten, dass das Substrat 3 lokal nicht

iiber dessen Ziindtemperatur erhitzt wird.

Es ist durchaus auch denkbar, dass die nachtriglich codierbare Speicherstruktur 1, 1°
nach dem Drucken der Liniensequenz noch mit wenigstens einer zusitzlichen
Schicht zum Abdecken der Liniensequenz versechen wird. Das so entstandene
Speicherelement kann dann nachtriglich in der oben beschriebenen Art und Weise

codiert werden.

Bei der Verwendung einer kontaktlos eingekoppelten hochfrequenten Hochspannung
bzw. UV-Licht kommt dabei zu einer Anderung in der Morphologie der Polymere

bis hin zu einer chemischen Zersetzung.



10

15

20

25

30

WO 2009/003776 PCT/EP2008/056785

Patentanspriiche

1.

Verfahren zum Herstellen einer Speicherstruktur (1, 1°), die in Form einer
Liniensequenz (2, 2°) aus elektrisch leitfahigen Polymeren auf ein Substrat (3)

gedruckt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherstruktur (1, 1°) zunichst vorgefertigt
wird, indem Codierungsbereiche (4, 4’°) in der Liniensequenz vorgesechen werden,
die zur nachtriglichen Codierung von einem elektrisch leitfdhigen Zustand in
einen elektrisch nicht leitfadhigen Zustand gebracht werden kénnen, und
anschlieBend ausgewihlte Codierungsbereiche (4, 4°) bei der nachtriglichen
Codierung in Abhéngigkeit der zu speichernden Information durch kontaktlos
eingekoppelte hochfrequente Hochspannung und/oder durch UV-Licht (8) von
einem elektrisch leitfahigen Zustand in einen elektrisch nicht leitfahigen Zustand

uberfiihrt werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eingekoppelte
hochfrequente Hochspannung im Frequenzbereich von 1 bis 100 kHz und in

einem Spannungsbereich von 1 bis 20 kV liegt.

. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

Codierungsbereiche (4) als Engstellen gedruckt werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherstruktur

(1, 1°) einschichtig auf das Substrat (3, 3°) aufgedruckt wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die nachtrigliche

Codierung mittels kapazitiver Kopplung erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die nachtrigliche

Codierung mittels UV-Licht (8) erfolgt, wobei eine entsprechend ausgebildete
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10.

11.

12.

Maske verwendet wird, welche die nicht zu codierenden Bereiche der

Speicherstruktur abdeckt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
nachtriglichen Codierung die Codierungsbereiche (4’) mittels UV-Licht (8)
derart vorbehandelt werden, dass die Codierungsbereiche einen hdheren
Widerstand aufweisen, um dann anschlieBend ausgewihlte Codierungsbereiche
mit eciner kontaktlos eingekoppelten hochfrequenten Hochspannung zu

beaufschlagen.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch
leitfadhigen Polymere mittels eines Massendruckverfahrens, insbesondere mittels

Hoch-, Tief- oder Flachdruck, auf das Substrat (3, 3’) aufgedruckt werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Substrat (3, 3°)

eine Folie verwendet wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Substrat (3, 3°)

Papier verwendet wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (3, 37)
bei der nachtridglichen Codierung lokal nicht tiber die Ziindtemperatur erhitzt

wird.

Nachtréglich codierbarere Speicherstruktur (1, 1’) in Form einer Liniensequenz

(2, 2°) aus elektrisch leitfahigen Polymeren auf einem Substrat,

dadurch gekennzeichnet, dass in der Liniensequenz Codierungsbereiche (4, 4°)
vorgeschen sind, die zur nachtriglichen Codierung von einem elektrisch
leitfdhigen Zustand in einen elektrisch nicht leitfahigen Zustand gebracht werden

koénnen, wobei die Codierungsbereiche derart ausgebildet sind, dass sie bei der
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nachtriglichen Codierung in Abhéngigkeit der zu speichernden Information
durch kontaktlos eingekoppelte hochfrequente Hochspannung oder durch UV-
Licht von einem elektrisch leitfdhigen Zustand in einen elektrisch nicht

leitfdhigen Zustand tiberfiihrt werden kdnnen.
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